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(57) Abstract: The invention relates 
to an exposure mask comprising 
a transparent substrate (100) with 
at least one absorber/phase -shifter 
element (112) disposed therein, such 
as to form a one-piece assembly with 
said substrate. The invention can be 
used for photolithography. 

(57) Abrege : La presente invention 
se rapporte a un masque d ? insolation 
comprenant un substrat (UK)) 
transparent et au moins un clement 
absorbeur/dephaseur (112) inclus a 



i*~ut/tJi;[Mij>i;ui i_i incius a 

Former avec le substrat un ensemble monolithique. Application a la photolithographi^^^^^^^^^^-^ ®® 
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MASQUE POUR PHOTOLITHOGRAPHIE A ELEMENTS 
ABSORBEURS/DEPHASEURS INCLUS. 

Domaine technique 
5 La presente invention concerne un masque de 

photolithographie a elements absorbeurs/dephaseurs 
inclus . 

Les masques de photolithographie sont largetnent 
mis en ceuvre pour la fabrication de composants dans les 
10 domaines de la microelectronique, des microsystemes et 
de l'optique integree. lis permettent notamment de 
fixer la forme et les dimensions de composants, de 
parties de composants, ou encore de structures 
intermediaires mises en ceuvre pour la realisation de 

15 composants . 

L' invention trouve des applications dans., les 
domaines techniques indiques ci-dessus, et notamment 
pour la realisation de motifs de tres faibles 
dimensions, au moyen d'une lumiere d' insolation a 

20 longueur d'onde courte. 

Etat de la technique anterieure . 

La photolithographie est l'une des techniques 
fondamentales de la microelectronique. Elle fait appel 

25 a des couches intermediaires et sacrif icielles 
photosensibles . Ces couches, par exemple en resine, 
sont dSposees sur des couches de mater iau a traiter. 
Apres insolation et developpement , les resines, mises 
en forme, peuvent constituer des masques de gravure ou 

30 de dopage des couches a traiter sous- jacentes . 
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Pour conferer aux resines photosensibles un 
motif souhaite, celles-ci sont elles-memes insolees a 
travers un masque d' insolation. Celui-ci correspond, 
eventuellement a une plus grande echelle, au motif 
5 souhaite. La lumiere d' insolation est generalement une 
lumiere coherente monochromatique d'un laser. Un 
systeme optique associ6 au masque, et recevant la 
lumiere d' insolation, permet de former tone image du 
motif du masque sur la couche de resine photosensible . 
10 Les masques d' insolation peuvent 

avant ageus ement §tre installes dans un photo- repeteur 
pour insoler successivement diff brents champs d'un 
support, exactement selon le meme motif. 

La figure 1 annexee illustre, de fagon 
15 simplifiee, un masque d' insolation de type connu. 

Le masque de la figure 1, comprend un substrat 
transparent 10 en silice ou en quartz. Sur ce substrat 
se trouvent des elements absorbeurs/dephaseurs 12 . 
Ceux-ci correspondent au motif d' insolation ou a ton 
2 0 motif complementaire, selon que la resine photosensible 
est du type positif ou negatif . Les elements 
absorbeurs/dephaseurs peuvent etre des elements opaques 
ou semi - transparent s . 

Des elements absorbeurs/dephaseurs opaques, 
25 tels que des 61ements de chrome, par exemple, peuvent 
etre utilises pour realiser un masque d' insolation 
binaire. Par ailleurs, des elements 

absorbeurs/dephaseurs en un materiau semi-transparent, 
tel qu'un alliage de silicium et de molybdene, 
30 permettent de realiser un masque d' insolation a 
decalage de phase. La lumiere qui traverse les elements 
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absorbeurs/dephaseurs subit en effet un d^calage de 
phase par rapport a la lumiere qui passe en-dehors des 
elements . 

Au-dessus des elements absorbeurs/dephaseurs du 
masque se trouve une pellicule de recouvrement 20. II 
s'agit, par exemple, d'un film de polymSre. La 
pellicule 20 est maintenue a distance des elements 
absorbeurs/dephaseurs 12 au moyen d'un cadre 22 colle 
sur le substrat 10. La pellicule a essentiellement pour 
role d'eviter que des poussidres ne se deposent sur la 
face du substrat portant les elements 

absorbeurs/dephaseurs . 

L' image du masque que l'on forme sur une couche 
photosensible a insoler correspond a 1' image des 
15 elements absorbeurs/dephaseurs. En d'autres termes, le 
systSme optique associe au masque est mis au point pour 
un plan focal conjugue a la face du substrat 10 portant 
les elements absorbeurs/dephaseurs. Ainsi, 1'espacement 
entre la pellicule 20 et les elements 
2 0 absorbeurs/dephaseurs 12 du masque permet de deplacer 
1' image d 1 Sventuelles poussieres ou rayures hors du 
champ de nettete . 

Le contraste de 1' image floue des poussieres 
est alors suffisamment faible pour que la resine a 
25 exposer n'y soit pas sensible. 

L' evolution des techniques de microelectronique 
vers la fabrication de composants tou jours plus rapides 
et performants, conduit a la realisation de motifs de 
photolithographie toujours plus petits. Dans le cadre 
3 0 de cette evolution, des ameliorations des equipements 
d' insolation peuvent porter sur les composants optiques 
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de projection de 1' image du masque, 11 s'agit, par 
exemple, d'un accroissement de leur ouverture. Un autre 
parametre important est la longueur d'onde de la 
lumiere d' insolation. Une tendance est de reduire la 
5 longueur d'onde en la faisant passer de 193 nm, pour 
les photo- repeteurs actuels & 157 nm pour des unites de 
production futures. La reduction de la longueur d ! onde 
permet en effet la projection de details plus fins. 

Une difficulte apparait toutefois avec une 

10 longueur d'onde aussi courte que 157 nm. Elle est liee 
a une transmission limitee de la lumiere a travers le 
masque et a travers les moyens optiques de projection. 

Le substrat du masque, de meme que les 
lentilles de projection, peuvent 6ventuellement £tre 

15 realises en des materiaux susceptibles d'offrir une 
transmission satisf aisante de la lumiere. En revanche, 
la pellicule de recouvrement 2 0 absorbe une grande 
quantite de lumiere d' insolation pour des longueurs 
d'onde courtes. II en va de meme de 1'air situe dans 

2 0 l'espace entre le substrat 10 du masque et la pellicule 
de recouvrement 20. Une absorption importante nuit au 
contraste de 1 1 image projetee et done a la resolution 
de lithographie . 

Une solution envisagee consiste a remplacer la 

25 pellicule de recouvrement souple 20, qui est en 
polymere, par une pellicule en un materiau dur 
pr6sentant de meilleures proprietes de transmission de 
la lumiere. L' usage d'un materiau dur pour la pellicule 
de recouvrement est cependant susceptible de perturber 

30 de fa?on plus importante le trajet d'un faisceau 
lumineux d' insolation. Ceci peut conduire a des 
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deformations de 1' image du masque projetee sur une 
couche de materiau photosensible a insoler. De plus, la 
mise en place d'une pellicule de recouvrement en un 
materiau dur augmente la complexity et le cout de 
fabrication des masques . 

Par ailleurs, pour eviter une absorption de la 
lumiere par l'air contenu dans l'espace libre entre le 
substrat et la pellicule de recouvrement, un systeme 
peut §tre prevu pour purger cet espace avant 
utilisation. Cette operation est cependant delicate et 
a egaleraent une influence negative sur le cout final du 
masque . 

Une illustration complementaire de l'etat de la 
technique peut §tre trouvee dans les documents (1) et 
(2) dont les references completes sont precisees a la 
fin de la description. 

II existe un autre type de masque : les masques 
de type PSM altern6s dits auto-alignes . Cet etat de la 
technique est illustre par le document (3) dont la 
reference complete est precisee a la fin de la 
description. Ces masques comportent des motifs de 
chrome et des gravures du quartz pour les dephaseurs. 
Les dephaseurs sont realises dans un premier temps sur 
le substrat. Puis, une couche de chrome est deposee. 
Ensuite, les motifs de chrome sont realises dans cette 
couche. Ces masques sont nommes SCAA pour "Sidewall 
Chrome Alterning Aperture". 

La realisation de ce type de masque pose 
probleme du fait que le procede technologique doit 
comprendre deux Stapes, l'une concernant le quartz pour 
realiser le masque de phase et 1 ' autre concernant le 
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chrome pour realiser le masque de chrome, ces deux 
etapes etant realisees sur un meme substrat . II est 
difficile de realiser un depot de chrome sans defaut 
sur la surface gravee du substrat. II est aussi 
5 difficile de realiser les motifs dans la couche de 
chrome, tou jours & cause de la topologie de la surface 
(etalement de resine et insolation par faisceau 
d 1 electrons ou par laser) . 

10 Expose de 1' invention. 

La present e invention a pour but de proposer tin 
masque de photolithographie ne presentant pas les 
limitations et difficultes mentionnees ci-dessus. 

Un but est en particulier de proposer un masque 
15 compatible avec de faibles longueurs d'onde 
d' insolation, et notamment avec une longueur d'onde de 
l'ordre de 157 nm, voire inferieure. 

Un but est ainsi de proposer un masque qui 
n' introduise pas de deformations sensibles de 1 ' image 
20 projetee et qui n'absorbe pas signif icativement la 
lumiere d' insolation. 

Un autre but est de proposer un masque qui ne 
necessite pas de purge et dont le cout de fabrication 
est modere . 

25 Pour atteindre ces buts, 1' invention concerne 

plus precisement un masque pour photolithographie 
comprenant un substrat transparent, le substrat 
comprenant une premiere partie de substrat et une 
deuxieme partie de substrat, solidaire de la premiere 

3 0 partie de substrat, au moins un element 
absorbeur/dephaseur etant encastre dans le substrat, 
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caracterise en ce que la premiere partie de substrat 
est collie, sans apport de matiere, sur la deuxieme 
partie de substrat. 

Bien que le masque puisse ne comporter qu'un 
5 seul Element absorbeur/dephaseur, eventuellement de 
forme complexe, il en comprend generalement plusieurs. 
Dans la suite du texte il est fait ainsi reference a 
une pluralite d' elements absorbeurs/dephaseurs. 

Les elements absorbeurs/dephaseurs sont 
10 consideres comme inclus dans le substrat et comme 
formant un ensemble monolithique avec le substrat, 
lorsqu'ils y sont encastrgs de faqron que le masque ne 
presente pas de cavite en contact avec les elements 
absorbeurs/dephaseurs, ou lorsqu'une eventuelle cavite 
15 est suf f isamment petite pour ne pas absorber 
signif icativement un f aisceau lumineux susceptible de 
traverser le substrat, 

Grace au caractere monolithique du masque 
celui-ci ne contient pas, sinon tres peu d'air ou de 
20 gaz absorbant la lumidre d' insolation. Par ailleurs, 
comme les elements absorbeurs/dephaseurs sont inclus, 
leurs faces principales susceptibles d'etre exposees a 
la lumidre sont recouvertes par le substrat . Elles sont 
ainsi protegees de la poussiere et d' 6ventuelles 
25 rayures. De fa<?on plus precise, les poussiSres et 
d' eventuelles rayures peuvent apparaitre sur une face 
externe du substrat, c'est-a-dire hors d'un plan ou 
d' une region comprenant les elements 

absorbeurs/dephaseurs. L'espacement entre les elements 
30 absorbeurs/dephaseurs et une surface susceptible d'etre 
polluee correspond a l'epaisseur du substrat ou d'une 
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partie du substrat qui recouvre les elements, et non a 
une cavite. Par ailleurs, de tels elements sont 
facilement nettoyables avec des procedes standard comme 
des bains chimiques . 
5 Au moins un element absorbeur/dephaseur peut 

etre encastre dans l'une desdites parties de substrat, 
en affleurant a une face de contact de 1 1 autre desdites 
parties de substrat. Dans cette realisation, la 
deuxieme partie de substrat constitue un couvercle qui 

10 recouvre exact ement la face de la premidre partie de 
substrat £ laquelle affleurent les elements 
absorbeurs/dephaseurs. Les premidre et deuxieme parties 
peuvent etre interchangeables . En d'autres termes, 
chacune des deux parties peut a la fois comporter des 

15 elements absorbeurs/dephaseurs encastrSs et servir de 
couvercle pour 1' autre partie. Ainsi, les problemes 
lies a la realisation de masques de type PSM alternes 
sont evites. Chaque fonction (masque de phase et masque 
de chrome) est realisee sur un substrat qui lui est 

2 0 propre avant assemblage. II n'y a pas interference des 
deux substrats. 

Les elements absorbeurs/dephaseurs peuvent etre 
choisis parmi des elements opaques, des elements 
transparents ou semi- transparent s present ant un indice 

2 5 de refraction different de celui du substrat, ou une 

combinaison de tels elements. 

De fagon avantageuse les premiere et deuxidme 
parties de substrat, en contact direct I'une avec 
l 1 autre, peuvent etre realisees en des mat<§riaux 

3 0 identiques. Ceci permet d'eviter toute discontinuity de 

propagation de la lumiere a travers le masque. Les 
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materiaux peuvent aussi etre choisis differents pour 
introduire volontairement des dephasages de la lumiere. 
L f assemblage des premiere et deuxieme parties de 
substrat est effectue par exemple par collage et 
5 avantageusement le collage est de type a adhesion 
moleculaire. 

Selon une variante, les elements 

absorbeurs /dephaseurs peuvent aussi etre en contact par 
1 ' intermediate d'un materiau de remplissage dispose 
10 entre les premiere et deuxieme parties de substrat. Les 
elements absorbeurs /dephaseurs peuvent etre encastres 
dans les premiere et deuxieme parties du substrat . Les 
elements absorbeurs/dephaseurs peuvent aussi etre 
encastres dans la couche intercalaire de remplissage et 
15 pris en sandwich entre les premiere et deuxieme parties 
* de substrat . * 

Une des premiere et deuxieme parties de 
substrat, ou e vent ue 1 1 ement les deux parties, peuvent 
etre gravees avant leur assemblage de sorte qu'au moins 
20 une premiere partie du substrat prgsente une face avec 
des depressions tournees vers une seconde partie du 
substrat. Les depressions peuvent §tre emplies d'un 
materiau de remplissage. II s'agit, par exemple, du 
materiau intercalaire entre les parties de substrat. 
25 Les cavites, emplies du materiau de 

remplissage, peuvent const ituer des Elements dephaseurs 
de la lumiere lorsque le materiau de remplissage 
presente un indice optique different de celui des 
premiere et/ou deuxieme parties de substrat. 
30 D'autres caraoteristiques et avantages de 

1' invention ressortiront de la description qui va 
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suivre, en reference aux figures des dessins annexes. 
Cette description est donnee S. titre purement 
illustratif et non limitatif . 



5 Breve description des figures. 

- La figure 1, deja decrite, est une coupe 
schematique simplifiee d'un masque de photolithographie 
de type connu. 

- La figure 2, est une coupe schematique d'un 
10 masque de photolithographie conforme a 1' invention, 

avec un substrat en deux parties. 

- La figure 3, est une coupe schematique d'un 
masque de photolithographie conforme a 1' invention, 
avec un materiau de remplissage intermediaire . 

15 - Les figure 4 et 5 sont des coupes 

schematiques de masques de photolithographie conformes 
a 1' invention, et constituant des variantes aux masques 
des figures 2 et 3 . 

- Les figures 6 et 7 sont des coupes 

2 0 schematiques de masques de photolithographie conformes 

a 1' invention avec des elements dephaseurs. 

- Les figure 8 et 9 sont des coupes 
schematiques de masques de photolithographie conformes 
a 1' invention, et constituant des variantes du masque 

25 de la figure 7. 

Description detaillge de modes de mise en oeuvre de 
1 ' invention 

Dans la description qui suit, des parties 

3 0 identiques, similaires ou equivalentes des differentes 

figures sont reperees par les memes signes de reference 



INSDOCID: <WO 03096121 A2J_> 



WO 03/096121 PCT/FR03/01400 

11 



10 



pour faciliter le report entre les figures. Par 
ailleurs, et dans un souci de clarte des figures, tous 
les elements ne sont pas represents s selon une echelle 
unif orme . 

La figure 2, raontre un masque conforme a 
1' invention. 11 coraprend un substrat transparent 100 
et, inclus dans ce substrat des elements 
absorbeurs/dephaseurs de lumiere 112. Le substrat est 
en un materiau dur. 11 est, par exemple, en silice ou 
en quartz ou en tout autre materiau transparent pour 
une longueur d'onde de la lumiere d' insolation. 

Les elements absorbeurs/dephaseurs de lumiere 
peuvent etre en un materiau opaque tel qu'un metal. Par 
exemple, une couche de chrome. lis peuvent aussi etre 
15 en un materiau semi-transparent, tel que le MoSi. 
Lorsqu'un materiau est semi-transparent, il permet 
d'introduire un dephasage dans la lumiere d' insolation. 
Le coefficient de transmission des mater iaux 
transparents est, par exemple, de l'ordre de 6 a 12 % . 
20 La valeur du dephasage qui existe entre les faisceaux 
qui traversent les elements absorbeurs/dephaseurs et 
ceux qui ne les traversent pas, peut etre ajustee en 
agissant sur la composition et/ou sur l'epaisseur de 
ces elements. La composition et l'epaisseur sont, par 
25 exemple, ajustees pour introduire dans les faisceaux 
une opposition de phase. 

La realisation d'un. masque conforme a la figure 
2 comprend, par exemple, la gravure de cavites dans une 
premiere partie 110 du substrat, le depot d'une couche 
30 de materiau approprie pour la fabrication des elements 
absorbeurs/dephaseurs, puis le planage de cette couche 
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avec arret sur la premiere partie de substrat. Au terme 
de cette operation, on obtient des elements 
absorbeurs/dephaseurs 112 qui affleurent S une face de 
la premiere partie de substrat 110. La forme des 

5 elements correspond a celle des cavites gravees au 
prealable. Le masque est acheve en collant une deuxieme 
partie de substrat 120 sur la face a laquelle 
affleurent les elements absorbeurs/dephaseurs. 

Le collage peut etre un collage moleculaire 

.0 direct, c'est-a-dire sans apport de matiere. II resulte 
alors d'une preparation appropriee de polissage et de 
nettoyage des faces des premiere et deuxieme parties du 
substrat mises en contact. Par exemple, un collage de 
type hydrophile peut etre realise. Pour cela, avant la 

5 mise en contact, les deux parties du substrat sont 
nettoyees afin d'obtenir une bonne hydrophilie (par 
exemple avec un nettoyage chimique de type SCI) . Un 
polissage mecano- chimique peut etre realist afin 
d'attenuer voire de supprimer la rugositS de surface. 

0 Apres 1 1 assemblage, un traitement thermique peut etre 
effectue pour augmenter les forces de collage et 
assurer une bonne stabilite dans le temps (par exemple 
ce traitement peut etre effectue a 3 00 K pendant 2 
heures) . 

5 

Les premiere et deuxieme parties de substrat 
peuvent etre en des materiaux . dif f erents ou, de 
preference, en un meme materiau. Le fait d'utiliser un 
m§me materiau permet de ne pas affecter le trajet d'un 
0 faisceau lumineux passant de la premiere partie de 
substrat a la deuxieme partie de substrat. 
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La figure 3 montre une autre possibilite de 
realisation du masque de photolithographie . Dans cet 
exemple, une couche de materiau opaque ou semi- 
transparent est deposee sur une face d'une premiere 
partie de substrat 110. Cette couche est ensuite gravee 
pour lui conferer un motif souhaite et former ainsi un 
ou plusieurs elements absorbeurs/dephaseurs 112. Les 
interstices entre les elements absorbeurs/dephaseurs 
sont ensuite combles d'un materiau de remplissage 114 
transparent ou semi-transparent tel que de la silice 
fondue ou de la silice fondue modifiee par l'ajout de 
composes chlores ou fluores. Ce materiau de remplissage 
peut aussi etre un verre organo-mineral depose en 
solution dans un solvant, par centrif ligation et recuit 
15 (procede sol-gel). Le choix de ce materiau n'est pas 
particulierement critique. L'epaisseur des elements 
absorbeurs/dephaseurs 112, et done celle du materiau de 
remplissage, est generalement faible. Ainsi, le 
materiau de remplissage n'absorbe pas une quantite de 
20 lumiere d' insolation importante. On peut aussi choisir 
un materiau de remplissage quasi -transparent ou 
transparent. Apres un planage du materiau de 
remplissage, realise par exemple par un precede de 
polissage mecano-chimique, la premiere partie de 
25 substrat 110 est assemblee avec la deuxieme partie de 
substrat 120, encore appelee superstrat, de facon a 
recouvrir les elements absorbeurs/dephaseurs 112. 

La figure 4, montre une variante du masque de 
photolithographie de la figure 3. Selon cette variante, 
le materiau de remplissage recouvre les elements 
absorbeurs/dephaseurs 112. Lors de la fabrication du 
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masque, le planage de ce materiau n'a pas lieu avec 
arret sur les elements absorbeurs/dephaseurs, mais 
avant d'atteindre ces elements. Lors de 1' assemblage 
des premiere et deuxiSme parties de substrat 110 , 120, 
5 le materiau de remplissage peut eventuellement servir 
pour le collage en favorisant I 1 adhesion des premiere 
et deuxieme parties. 

La figure 5 montre une variante du masque de 
photolithographie de la figure 2. Avant assemblage des 

10 premidre et deuxieme parties de substrat 110, 120, une 
couche de materiau transparent 114, comparable au 
materiau de remplissage, est deposee sur la face de la 
premiere partie de substrat 110, a laquelle affleurent 
les Elements absorbeurs/dephaseurs 112. La couche de 

15 materiau transparent 114 est, par exemple, une colle. 

La figure 6 montre une realisation particuliere 
d'un masque de photolithographie conforme a 1' invention 
dans lequel on associe aux elements 

absorbeurs/dephaseurs 112 des elements dephaseurs 118 

20 pratiques directement dans l'une des parties 110 du 
substrat. On observe que la premiere partie de substrat 
110 pr^sente des depressions 116 gravees depuis la face 
portant les elements absorbeurs/dephaseurs. Les 
depressions peuvent etre gravees avant ou aprds la 

25 formation des elements absorbeurs/dephaseurs 112 et 
sont situees notamment entre les emplacements prevus 
pour ces elements . Les elements dephaseurs 118 sont 
constitues par la combinaison des depressions 116 et 
d'un materiau de remplissage qui comble ces 

30 depressions. Dans 1 1 exemple illustre, les depressions 
sont comblees avec le materiau transparent de 
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remplissage 114 deja evoque en reference aux figures 
precedentes. Les depressions 116 font qu'un faisceau 
traverse des epaisseurs variables de substrat et de 
materiau de remplissage. Des dephasages variables 
5 peuvent etre ainsi introduits dans les faisceaux en 
fonction de la profondeur des depressions 116. 

La figure 7 raontre une autre realisation 
possible d'un masque de photolithographie comprenant 
deux types d' elements absorbeurs/dephaseurs 112a, 112d. 
10 Deux couches de materiaux sont success ivement deposees 
sur une partie de substrat 110 et mises en forme par 
gravure selon des motifs souhaites. II s'agit dans 
l'ordre d'une couche de materiau transparent ou semi- 
transparent presentant un indice optique different de 
15 celui de la premiere partie de substrat 110, puis d'une 
couche de materiau opaque. La gravure de ces couches 
permet de former des elements dephaseurs 112d et des 
elements absorbeurs 112a correspondant respect ivement a 
la couche transparente/semi-transparente et a la couche 
20 opaque. 

On peut observer que des elements absorbeurs 
112a peuvent recouvrir et occulter partiellement des 
Elements dephaseurs 112d. L'espace entre les elements 
absorbeurs et dephaseurs est comble de materiau de 
remplissage 114 de la facon deja decrite. Le cas 
echeant, le materiau de remplissage peut aussi 
constituer des elements dephaseurs. 

Les figures 8 et 9 illustrent simplement des 
variantes de realisation du masque de photolithographie 
de la figure 7, avec egalement des elements absorbeurs 
112a et des elements dephaseurs 112d. Dans le cas de la 
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30 
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figure 8, les elements absorbeurs 112a sont formes sur 
une face d' assemblage de premidre partie 110 du 
substrat tandis que les elements dephaseurs 112d sont 
encastres dans la deuxieme partie 120 du substrat. Un 
materiau transparent 114 enrobe les elements absorbeurs 
112a. On peut observer que les elements absorbeurs de 
la deuxieme partie de substrat 12 0 coincident avec 
certains interstices laisses entre des elements 
absorbeurs de la premiere partie de substrat. II 
convient de noter que dans une realisation du masque 
conforme a la figure 8, les elements dephaseurs 112d 
peuvent etre solides ou gazeux. 

Dans le dernier exemple, donne par la figure 9, 
des elements dephaseurs 112d sont definis sur la 
15 deuxieme partie 12 0 du substrat, par exemple par 
gravure d'une couche, et des elements absorbeurs, 112a 
sont definis sur la premiere partie de substrat 110. 
Les premiere et deuxidme parties sont ensuite 
assemblies en mettant en regard les elements 
20 absorbeurs /dephaseurs et en les reliant par 
1' intermediaire d'une couche 114 de materiau de 
remplissage transparent. Cette couche enrobe les 
elements . 

Dans un mode particulier de realisation, aprds le 
25 collage des premiere et deuxieme parties du substrat, 
au moins l'une des parties est amincie afin d'obtenir 
une epaisseur de substrat inflrieure & la somme des 
epaisseurs des deux parties. La mise en place du masque 
dans les equipements est ainsi facilitle. 
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RE VEND I CAT I ONS 

1. Masque pour photolithographie comprenant un 
substrat transparent (100) , le substrat comprenant une 

5 premiere partie de substrat (110) et une deuxieme 
partie de substrat (12 0) , solidaire de la premiere 
partie de substrat, au moins un element 
absorbeur/dgphaseur (112) etant encastre dans le 
substrat, caracterise en ce que la premiere partie de 
10 substrat est collee, sans apport de matiere, sur la 
deuxieme partie de substrat. 

2. Masque selon la revendication 1, caracterise 
en ce qu f il comprend une premiere partie de substrat 

15 collee par adhesion moleculaire sur une deuxieme partie 
de substrat. 

3. Masque selon la revendication 1, dans lequel 
au moins un element absorbeur/dephaseur est encastre 

2 0 dans chacune des premiere et deuxieme parties de 

substrat . 

4. Masque selon la revendication 1, dans lequel 
au moins un element absorbeur/dephaseur (112) est 

25 encastre dans I'une desdites parties de substrat, en 
affleurant a une face de contact de 1 ' autre desdites 
parties de substrat. 

5. Masque selon la revendication 1, dans lequel 

3 0 1' element absorbeur/dephaseur est en contact avec un 
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material! de remplissage (114) entre les premiere et 
deuxieme parties de substrat (110, 120)- 

6. Masque selon la revendication 5, dans lequel 
5 au mo ins un element de masque est pris en sandwich 

entre une premiere et une deuxieme parties du substrat. 

7. Masque selon la revendication 1, dans lequel 
au moins un element absorbeur/dephaseur est choisi 

10 parmi des elements opaques, des elements semi- 
transparents presentant un indice de refraction 
different du substrat, et une combinaison de tels 
elements . 

15 8. Masque selon la revendication 1, dans lequel 

au moins une premiere partie du substrat (110) presente 
une face avec des depressions (116) toumees vers une 
seconde partie du substrat (12 0) , les depressions etant 
emplies d'un mat£riau de remplissage (114) . 

20 
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